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Abstract—The research proposes to design a power supply 
network in SIW technology (Substrate Integrated Waveguide) 
for antenna arrays in millimeter bands. This network uses as 
base a T-type power splitter with SIW technology. The network 
is useful for networks of antennas with 5G technology. This 
T-type power splitter has as its main characteristic the symmetry 
in its output ports, that is, the wavelengths of the two output 
branches remain the same with reference to the input port. The 
division of voltage is achieved through a central partition in the 
T-type power splitter. Based on the results the benefits of the 
power supply network are validated, with SIW technology get the 
same behavior in the electric field distribution as in a normal 
waveguide. Perhaps, the power supply network reduces the 
weight and losses in the conductor that are presented in the 
traditional waveguides. 
 

Index Terms—SIW, Waveguide, Power splitter, Power supply 
network. 
 

Resumen—La investigación propone diseñar una red de 
alimentación en tecnología SIW (Subtrate Integrated Waveguide) 
para redes de antenas que trabajan en la banda milimétrica. Ésta 
red usa como base un divisor de potencia tipo T con tecnología 
SIW. La red es útil para redes de antenas con tecnología 5G. El 
divisor tipo T tiene como característica principal la simetría en 
sus puertos de salida, es decir las longitudes de onda de las dos 
ramas de salida se mantienen iguales con referencia al puerto de 
entrada. La división de voltaje se logra compensar mediante un 
tabique central en el divisor tipo T. En base a los resultados las 
prestaciones de la red de alimentación son validadas, con 
tecnología SIW se obtiene el mismo comportamiento en la 
distribución de campo eléctrico de una guía de onda normal.  
Además, la red de alimentación reduce el peso y pérdidas en el 
conductor que se presentan en las guías de onda tradicionales. 
 

Palabras Claves— SIW, Guía de onda, Divisor de potencia, red 
de alimentación. 

I. INTRODUCCIÓN 
LREDEDOR del año 2010 se implementó la tecnología        
4G, con el pasar de los años 4G se ha establecido en 

donde no se han realizado ningún cambio importante en lo que 
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tiene que ver con la estructura de la red, mientras que las 
comunicaciones está en constante expansión, además que la 
tecnología 4G no logra cumplir con los requisitos actuales, 
tales como la congestión espectral y la reducción del consumo 
de energía. Es por esto que el mundo se centra en el 5G. 
Tecnología que todavía está en proceso de estandarización, 
con un primer despliegue tentativo en el año 2020 [1], [2]. 

Los sistemas y antenas basados en ondas milimétricas han 
tenido una gran demanda en la última década, ya que se ha 
demostrado que cumple con una mayor tasa de datos y 
transferencia de información en la industria de banda móvil y 
celular. Teóricamente, se ha confirmado que las bandas 
milimétricas tienen buenas características eléctricas para la 
comunicación celular móvil 5G. Se utilizan antenas de bocina 
estándar para imitar una estación base con el fin de verificar la 
viabilidad de estos canales. Sin embargo, convencionalmente, 
la antena de estación base comercial (BSA) utiliza tecnología 
de microstrip debido a su bajo perfil y otras ventajas como 
costo y peso [3]. No obstante, las antenas de microstrip tienen 
dos inconvenientes inherentes, uno es el ancho de banda 
estrecho de entre el 2% al 5% y un mal rendimiento del 
escaneo debido a las bajas SLL (Supress Lateral Lobul). 
También a frecuencias muy altas, tienen una eficiencia muy 
baja debido a que la permitividad eléctrica del material y la 
tangente de perdidas aumentan en función de la frecuencia, así 
como las condiciones de frontera varían de acuerdo con el 
material conductor y su geometría [4]. Sin embargo, la 
alimentación de este tipo de antenas se hace a mediante redes 
de alimentación microstrip, en las cuales también se producen 
perdidas. 

Las pérdidas en la red de alimentación se pueden disminuir 
al optar por una línea de transmisión de baja pérdida, pero los 
problemas surgen debido a que el ancho de estas líneas de 
transmisión excede la mitad de la longitud de onda y, por lo 
tanto, no es geométricamente posible alimentar cada elemento 
radiante en paralelo con una red en un plano sin ampliar el 
espaciado del elemento más allá de una longitud de onda. 

De acuerdo con el principio de la multiplicación de 
diagramas, los diagramas de radiación una red de elementos 
bien comportados se puede describir como el producto del 
diagrama de radiación del elemento aislado por el factor de 
red [5]. El efecto del acoplamiento mutuo o impedancia 
mutua, implícitamente se elimina ya que son elementos bien 
comportados. Un espaciado de elemento mayor que una 
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del programa HFSS, en donde a partir de las medidas 
calculadas en base a las formulas anteriormente citadas se 
procedió a una optimización mediante la variación de las 
medias con una variación de 1 milímetro hasta obtener el 
mejor resultado de la simulación. 

V. DISCUSIÓN 
Los resultados de este estudio muestran claramente que es 

factible realizar una red de alimentación en tecnología SIW 
para arreglos de antenas que trabajan en bandas milimétricas, 
al partir básicamente del análisis de una línea de transmisión y 
un divisor de potencia tipo T, donde se analizaron en cada uno 
de los experimentos los coeficientes de reflexión del puerto de 
entrada y la potencia de cada uno de los puertos de salida.  
Además, que al usar la tecnología SIW se reduce el peso y las 
pérdidas por conductor en comparación con una red de 
alimentación mediante guía de onda rectangular convencional 
Fig. 2, donde se obtiene las mismas prestaciones de la misma 
Fig. 3. 

En base a los resultados obtenidos en todos los 
experimentos se puede observar claramente que el coeficiente 
de reflexión S11 Fig. 8, Fig. 11, Fig. 14 y Fig.17 se encuentran 
por debajo de -10dB lo que garantiza que no existe mayor 
reflexión de la señal incidente, En cuanto a los coeficientes de 
transmisión en los divisores de potencia de 2, 4, 8 y 16 la 
potencia se divide en -3dB, -6dB, -9dB y -12dB, 
respectivamente. 

VI. CONCLUSIONES 
La correcta validación de los resultados ha demostrado su 

óptimo funcionamiento, se ha conseguido el objetivo principal 
que fue la división de potencia al utilizar una guía de onda 
rectangular con tecnología SIW, a su vez un amplio ancho de 
banda de funcionamiento. 
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